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酸化ガリウム（Ga2O3）は紫外領域から可視光の全域にわたり透明度が高い上、ドーピングによ
り低抵抗な n型特性を持たせることができるため、縦型構造をもつ AlGaInN 系可視・紫外発光ダ
イオード（LED）用基板としての応用に適する。我々はこれまでに Ga2O3(-201)基板上の GaN(0001)

のエピ技術と縦型の InGaN系 450ｎｍ帯発光青色 LEDの報告してきた[1, 2]。  

今回、紫外 LEDへの応用を目的として、Ga2O3(-201)基板上の AlGaN エピタキシャル膜の成長
を検討したので報告する。 

AlGaN エピタキシャル膜の成長は MOCVD 法により以下の手順で行った。まず窒素雰囲気中
500℃で AlNバッファ層（4nm）を成長し、その後、雰囲気を水素とアンモニアに切り替えて 1020℃
で AlN 中間層（100nm）を成長し、最後に 1120℃で Al0.3Ga0.7N 層（1μｍ）を成長した。結晶性
の評価は X線回折と波長 244nmの励起光による室温 PLで行った。 

Fig. 1 に X 線対称反射の測定結果を示す。Ga2O3基板の(-201)関連のピークと AlGaN エピおよ
び AlNエピの(0001)関連のピークのみが得られた。完全格子緩和を仮定して AlGaN のピーク位置
から求めた Al 組成は 0.29 であった。X 線ロッキングカーブ測定では、(0002)回折の半値幅は
1164arcsec、(1-102)回折の半値幅は 1536arcsecであった。これらの値は SiC基板上で AlGaInN 発光
層の紫外 LED[3]を作製した時の結晶性とほぼ同等であることから、Ga2O3上の AlGaN エピは紫外
LED を作製しうる品質レベルに達していると思われる。Fig 2に室温 PLスペクトルを示す。波長
305nmのバンド端からと思われる発光をメインピークとするスペクトルが得られた。 
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Fig.1. X-ray diffraction pattern of Al0.29Ga0.71N  

grown on Ga2O3(-201). 

Fig.2. PL spectrum of Al0.29Ga0.71N grown  

on Ga2O3(-201). 
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